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Baréng siapa 1ingin mendapatkan dunia msaka ia harus
menéuasai ilmu, barang siapa ingin mendapatkan akhirat
maké ia harus menguasai ilmu, barang siapa ingin
mendapatkan dunia dan akhirat maka ias harus menguasail ilmn.

(al-hadits)

Bilémana nasa beredar mendidik kepadaku, ia memperlihatkan
kekurangan akalku. Bilamana akn bertambah pengetahuanku,

ia ﬁenambahkam aku akan kebodohanku.

(Imam Syafe’ i)

Barabg siapa maju dalam hal pengetahuan tetapi mundur
dalam akhlak maka ia lebih mundur dari pada maju.

{Penulis)

Jangén anggap kecil apapun vang kita alami, sebab
butiﬁubutir membangun gunung, saat-saat menjadi tahun dan:

pengalaman-pengalaman kecil menjadi kehidupan.

(Young).

Kalaﬁ kita tak bisa bertindak seperti vang kita harapkan

hendaknya kita bertindak seperti yang kita bisa.

{Terrense)
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